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1．はじめに 

我々は、RF スパッタ法を用いて形成した窒

素添加 LaB6薄膜に関して、ショットキーダイ

オードおよびMOSダイオードの電気的特性か

ら抽出した仕事関数に関して報告した[1]。    

今回、窒素添加 LaB6薄膜の膜質の改善を目

的として、堆積温度依存性に関する検討を行っ

たので報告する。 

2．試料作製方法および評価方法 

まず、p-Si(100)基板を SPMおよび DHFによ

り洗浄を行った。次に、Wet酸化により SiO2(10 

nm)を形成した後、RFスパッタ法により RF出

力 50 Wで窒素添加 LaB6薄膜を 30 nm堆積し

た。今回、スパッタ距離を 99 mm -70 mmとす

ることで、堆積レートを 1.25 nm/min-1.60 

nm/min と変化させ、堆積温度は室温(RT)およ

び 100°C とした。次に、窒素添加 LaB6薄膜の

電極パターニングを行い[2]、裏面に Al電極を

堆積しMOSダイオードを作製した。このよう

に作製した試料について、4探針測定と C-V 測

定を行い、抵抗率と仕事関数を抽出した。 

3．実験結果および考察 

図 1(a)に窒素添加 LaB6薄膜の抵抗率を示す。

窒素添加 LaB6 膜の堆積レートを 1.25 nm/min

から 1.60 nm/minと増加することにより、抵抗

率が 4.4 mcmから 1.5 mcmに低減すること

が分かった。さらに、堆積温度を 100°Cとする

ことにより抵抗率が 1.2 mcmまで減少するこ

とが分かった。次に、図 1(b)に C-V特性(1MHz)

を示す。図 1(b)のフラットバンド電圧（VFB）

から窒素添加 LaB6薄膜の仕事関数を導出した

結果、堆積温度室温の場合、堆積レートを 1.25 

nm/min から 1.60 nm/min に増加することによ

り仕事関数が 2.56 eVから 2.46 eV に低減する

ことが分かった。さらに、堆積温度を 100°C と

することで、報告値[3]と同等の 2.36 eV が得ら

れることが分かった。 
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図 １ 窒素添加 LaB6薄膜の(a)抵抗率および

(b)C-V特性の堆積条件依存性。 
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